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１．概要（Summary） 

近年、量子力学的性質を用いた量子計測・量子情報

分野の研究が盛んに行われている。その中で量子計測・

量子情報技術のアプリケーションの候補として、ダイヤモ

ンド中窒素空孔中心(Nitrogen Vacancy center; NVセ

ンター)が注目されている。NV センターを用いた高感度

な磁場センシングを行うためには、長い電子スピンコヒー

レンス時間を持ち配向率が高く高密度な NV センターが

必要となる。本研究グループは配向率が高く高密度な

NV センターの作製方法として、微細加工を施したダイヤ

モンド基板上に窒素ドープ同位体制御化学気相成長法

(Isotopically-purified Chemical Vapor Deposition; 

IP-CVD)を用いてダイヤモンド薄膜を成長させ NV セン

ターを生成する方法を開発した。微細加工の作製条件、

加工形状を最適化し、高感度な磁場センシングを行うた

めに求められる特性を有した NV センターを作製すること

を目的とする。またダイヤモンド成長後の基板を追加工し、

磁場センシングに適した形状へ加工することを目指す。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 プラズマ CVD装置 

 125 kV電子ビーム描画装置 

 

【実験方法】 

ダイヤモンド基板上にピラー構造(ピラー直径：200 nm, 

400 nm, 600 nm, 800 nm, 1000 nm, 1200 nm)を作製

するため、まず微細加工方法の検討を行った。 

まず、操作性を向上させるためにダイヤモンド基板をシ

リコン製サンプルホルダと接着させる。次に EB レジストで

あるFOxをスピンコーターで塗布する。その後、帯電を防

止するための樹脂を塗布しEB リソグラフィーを行い、パタ

ーンを描画し現像する。その後、ダイヤモンド基板をエッ

チングし、最後に FOx を除去することでダイヤモンド基板

上にピラー構造を作製する。 

今回考案した工程で EB リソグラフィー技術が必要にな

るため、まず 125 kV 電子ビーム描画装置の使用方法を

学んでいる。また、従来の方法のように SiO2 をマスクとし

EB リソグラフィーを行ってピラーを作製する方法も模索す

る。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

2種類のマスク(FOx と SiO2)を用いてピラーを作製しよ

うとしたが、装置のトレーニングの途中であるため微細加

工形状の評価を行うことはできなかった。今後は 125 kV

電子ビーム描画装置のライセンスを取得し、実際に各直

径のピラー構造を作製したいと考えている。 
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